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Processos de medidas de RTN em dispositivos MIM.

A computacdo neuro morfica e a nano eletrénica tem grande interesse no uso de memristores
para desenvolvimento de futuras tecnologias devidas seu custo e eficiéncia energética mais
interessantes que as atuais. Estes dispositivos se utilizam de um fenémeno chamado RTN (Random
Telegraph Noise) onde a resisténcia elétrica se altera abruptamente e de maneira aleatdria, o que é
muito Util para criptografias e geracdo de numeros aleatérios. Tendo isso em vista, realizamos
pesquisas de caracterizacdo elétrica do RTN em dispositivos MIM (Metal Isolante Metal) buscando
entender quais fatores geram resultados como a estabilidade dos estados de alta e baixa Resistencia
das amostras, o tempo de captura e emissdo de cargas, amplitude da variacao da resisténcia, nimero
de defeitos ativos e entre outros. Realizamos as medidas com um processo padrdao, comecando pela
passagem do dispositivo do modo inicial de alta resisténcia para modo de baixa resisténcia com um
“SET” de tensdo variante e tracamos a relacdo da corrente e tensdo, em seguida partimos para medidas
com tensdo de leitura fixa para relacionar o valor da corrente com o tempo em que a amostra é
alimentada, passamos os resultados para resisténcia em funcdo do tempo e assim analisamos os
resultados a partir das varidveis usadas nas medidas. Observamos oscilacdes de corrente em nossos
dispositivos que possuem ordem de grandeza de troca de estados e comportamento similar ao RTN,
ndo ha registros na literatura sobre tal fen6meno. Tragcamos entdo um modelo plausivel para explicar
tais ocorréncias. Pretendemos entender melhor como esse fenbmeno se relaciona com padrdes de
SET, provar o modelo proposto com analises da corrente de compliance e a estabilidade dos filamentos
condutivos.



